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1．背景と研究目的 

カイラル構造をもつ立方晶化合物は、中心反転対称性とミラー面を持たないことに由来するフェルミ

面の分裂 [1] やワイル点の形成 [2] が予測されていることから興味深い系である。実際、我々の立方

晶カイラル化合物 NiSbS における角度分解光電子分光 (ARPES) 測定の結果、カイラル構造に由来した

特異な表面起源の電子状態に由来することが期待される特異な渦巻状の強度分布が観測されることな

どが明らかになってきている。そこで本研究では、金属的な NiSbS に対して低温 Tc = 1.74K で超伝導を

示す PdBiSe に注目し、特異な物性とカイラル構造に由来する電子状態との関係についての知見を得る

ことを目的として ARPES 測定を行った。 

 

2．実験内容 

測定は励起エネルギーhν= 50 〜 110 eV において 1 eV ステップで行った。測定温度は T = 8 K、エネ

ルギー分解能は hν= 100 eV でΔE ~ 35meV に設定した。清浄試料表面は PdBiSe 単結晶を超高真空中で

(001)面について劈開することにより得た。 

 

3．結果および考察 

図 1(a)に垂直放出角度における励起エネルギー依存 ARPES により得られた PdBiSe の面間ΓX 方向に

おけるバンド構造を示す。参考のため、図１(b)および(c)に結合エネルギー120meV および 800meV 近傍

におけるARPES強度のkx-kzイメージを示して

ある。得られた結果から、PdBiSe の面間方向

で明確な３次元性を示す分散構造が観測され

ることが明らかになった。ΓX方向におけるバ

ンド計算 (実線) との比較から、図 1(a)のバン

ド構造において観測される 900 meV 近傍に底

を持つ電子ポケットを示唆する分散が実験と

計算で類似することを見出した。観測された面

間方向における電子状態の周期性から PdBiSe

の(001)面におけるインナーポテンシャルは V0 

= 27 eV 程度と考えられる。今後、面内におけ

る系統測定を行い、NiSbS の電子状態との比

較・検討を行っていく予定である。 
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Fig.1 (a)励起エネルギー依存ARPESにより得られた
PdBiSe の面間 ΓX方向におけるバンド構造。実
線は ΓX方向におけるバンド計算 [1]。(b, c) 結
合エネルギー 120meV (b) および 800meV (c) 
における ARPES 強度の kx-kzイメージ。 


